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Επώνυµο………………………….Όνοµα….……………….Α.Μ……

 
Θέµα 1ο: Στο Σχ.1 δίνεται το κύκλωµα µιας µη-ιδανικής διόδου Zener, µε VZ=6 Vκαι rZ=12 Ω, η 
οποία συνδέεται µε πηγή DC-τάσης, VS=14 V. Στην VS προστίθεται µια τάση κυµάτωσης 
νripple=100 mV, που κάνει την κυµατοµορφή της πηγής τροφοδοσίας όπως στο Σχ.1. 
1Α) Θεωρώντας µόνον τη DC-τάση VS=14 V να υπολογίσετε την τάση εξόδου VL στα άκρα της 
RL=160 Ω, όταν η RS=80 Ω.                                                                                                       [1.0] 
2A) Θεωρώντας µόνον τη τάση κυµάτωσης νripple=100 mV στο AC ισοδύναµο κύκλωµα, 
υπολογίστε το πλάτος της κυµάτωσης υL στην έξοδο του ρυθµιστή τάσης.                              [1.0] 
3A) Πότε το πλάτος της κυµάτωσης υL στην έξοδο του ρυθµιστή γίνεται µηδέν;                    [0.5] 
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Θέµα 2ο: α) Για το κύκλωµα του σχήµατος 2 υπολογίστε την τιµή της αντίστασης RC εάν 
θέλουµε το ρεύµα που την διαρρέει να είναι 20mA όταν VBB=4V, VCC=5V, RB=700Ω.  
Για την δίοδο έχουµε Vγdiode=0.8V 
Για το τρανζίστορ έχουµε τα ακόλουθα δεδοµένα Vγ=0.5V, VCE sat=0.2V. 
Χρησιµοποιήστε το µοντέλο µεγάλου σήµατος και υποθέστε ότι το τρανζίστορ λειτουργεί στον 
κόρο.                [2.0] 
β) ∆είξετε ότι η υπόθεση του υπο-ερωτήµατος (α) ότι το τρανζίστορ λειτουργεί στον κόρο είναι 
σωστή εάν γνωρίζουµε ότι β=100.            [0.5] 
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Θέµα 3ο: α) Σε ένα MOSFET ποιες είναι οι περιοχές λειτουργίας (δώστε τις συνθήκες που τις 
καθορίζουν) και ποια εξίσωση περιγράφει το ρεύµα στην υποδοχή (απαγωγό, drain) iD. 
(Υποθέστε ότι το τρανζίστορ είναι τύπου επαύξησης µε κανάλι τύπου n, µε τάση κατωφλίου VT, 
παράµετρο αγωγιµότητας Κ και τάση του Early VA=∞).          [1.5] 
β) Υπολογίστε την τιµή του ρεύµατος για τις ακόλουθες περιπτώσεις 
 i) VS=0V, VG=1.5V, VD=1V            [0.25] 
 ii) VS=0V, VG=2.5V, VD=0.5V          [0.25] 
 iii) VS=1V, VG=1.5V, VD=1.5V         [0.25] 
 iv) VS=1V, VG=3.5V, VD=1V          [0.25] 
(VS, VG και VD οι τάσεις στη πηγή (source), πύλη(gate) και υποδοχή (drain) αντίστοιχα. Γνωστά 
VT=1V και K=1mA/V2). 
 
Θέµα 4ο: Το Σχ.4α δίνει το κύκλωµα ενός διακόπτη MOSFET, όπου: RD=100 Ω, νDD=6 V. 
Χρησιµοποιείστε τις χαρακτηριστικές καµπύλες της υποδοχής από το Σχ.4β για να βρείτε τα 
σηµεία λειτουργίας (Q-point) του MOSFET, όταν η τάση εξόδου της πηγής είναι:  
4Α) νsignal=0 V                                           [0.5],                4B) νsignal=2.0 V                              [1.0] 
        Ανάλογα µε την περιοχή λειτουργίας του MOSFET για νsignal=νGS=2.0 V, να επαληθεύσετε:  
4Γ) Το ρεύµα ηρεµίας της υποδοχής iDQ και την τάση ηρεµίας υποδοχής-πηγής νDSQ από τις 
αντίστοιχες εξισώσεις. ∆ίνονται: Κ=20 mA/V2, VT =1 V                                                          [1.0] 
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